Негізгі теңдеулер:

ni – кремнийдің (Si) –өзіндік концентрациясы, ni(Si)=1,4⸱1010 см-3.
ni2 = pp⸱ np =nn ⸱pn;

       бұл теңдеуден,
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pp, nn-негізгі заряд тасымалдаушылар, np, pn -негізгі емес заряд тасымалдаушылар (яғни np- р облысындағы электрондар, ал pn- n облысындағы кемтіктер).
Контактілердің потенциялық айырымы;
Мұнда, kТ/e=0,026 B;
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       p-n –ауысуының ені, бірқалыпты жағдайда, яғни сыртқы кернеу берілмеген кездегі ені, 
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Мұнда, ε- диэлектрлік сиымдылық, ε0=8,85⸱10-14 Ф/см, ал ε= 12.       е-электрон заряды (К), k=1.38⸱10-23 Дж/град - Болцман тұрақтысы, T-300К, сонымен қатар Nd=nn;   NA=pp -негізгі заряд тасымалдаушылар. 
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dn, dp    - n және p аймағындағы ауысуының ені.
          p/n щекарасындағы электр өрісінің кернеулігі:
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  р және n – облысындағы заряд тасымалдаушылардың өткізгіштігі  ϭ келесі теңдулермен анықталады:
[image: image5.png]I oMmeMm




[image: image6.png]



[image: image7.png]6P=eppp'p;




[image: image8.png]



Мұнда, (р, (n –заряд тасымалдаушылардың қозғалғыштығы.

Диодтың вольамперлік сипаттамасы келесі теңдеу болатын:
[image: image9.png]J=

i

exp-1J;

kT




Мұндағы J0 – қаныққан токтың мәні болатын
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Dn, Dp (см2/с)–диффузия коэффициенті, Ln,Lp-(мкм)-диффузии ұзындығы длина з.т., np, pn -негізгі емес заряд тасымалдаушылар
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